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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月16日(2010.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体構造体の表面上に配置された少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタ（ｎＦ
ＥＴ）であって、ゲート誘電体の上にある完全にシリサイド化されたゲート電極を含む材
料スタックと、前記材料スタックの垂直側壁上に配置された少なくとも１つのスペーサと
を含む、少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタ（ｎＦＥＴ）と、
　前記半導体基板上に配置され、かつ、前記少なくとも１つのｎＦＥＴの前記ゲート電極
の両側を部分的に囲む第１の応力ライナであって、前記少なくとも１つのｎＦＥＴの前記
完全にシリサイド化されたゲート電極の上面と同一平面にある上面を有する、第１の応力
ライナと、　前記第１の応力ライナのものとは反対の応力型の第２の応力ライナであって
、前記第１の応力ライナの前記上面上及び前記少なくとも１つのｎＦＥＴの上に配置され
た、第２の応力ライナと、
 を備える半導体構造体。
【請求項２】
　前記第１の応力ライナは引張応力ライナであり、前記第２の応力ライナは圧縮応力ライ
ナである、請求項１に記載の半導体構造体。
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【請求項３】
　前記半導体基板は、バルク半導体材料又は半導体オン・インシュレータである、請求項
１に記載の半導体構造体。
【請求項４】
　前記半導体基板は、異なる結晶配向の表面領域を有するハイブリッド基板であり、前記
少なくとも１つのｎＦＥＴは、前記ハイブリッド基板の（１００）結晶面上に配置される
、請求項１に記載の半導体構造体。
【請求項５】
　前記完全にシリサイド化されたゲート電極は金属シリサイドを含み、前記金属は、Ｔｉ
、Ｔａ、Ｗ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、又はそれらの合金を含む、請求項１に記載の半導
体構造体。
【請求項６】
　前記完全にシリサイド化されたゲート電極は、１０ｎｍから５０ｎｍまでの垂直方向高
さを有する、請求項１に記載の半導体構造体。
【請求項７】
　少なくとも１つのｐＦＥＴをさらに備え、前記少なくとも１つのｐＦＥＴは、トレンチ
分離領域によって前記少なくとも１つのｎＦＥＴから部分的に分離され、前記第２の応力
ライナは、前記少なくとも１つのｐＦＥＴのゲート電極を完全に囲む、請求項１に記載の
半導体構造体。
【請求項８】
　半導体構造体の表面上に配置された少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタであっ
て、ゲート誘電体の上にある完全にシリサイド化されたゲート電極を含む材料スタックと
、前記材料スタックの垂直側壁上に配置された少なくとも１つのスペーサとを含む、少な
くとも１つのｎ型電界効果トランジスタと、
　前記半導体基板上に配置され、かつ、前記少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタ
の前記ゲート電極の両側を部分的に囲む引張応力窒化物ライナであって、前記完全にシリ
サイド化されたゲート電極の上面と同一平面にある上面を有する、引張応力窒化物ライナ
と、
　前記引張応力窒化物ライナの前記上面上及び前記少なくとも１つのｎ型電界効果トラン
ジスタの上に配置された圧縮応力窒化物ライナと、
を備える半導体構造体。
【請求項９】
　前記引張応力窒化物ライナは内因性引張応力を有する、請求項８に記載の半導体構造体
。
【請求項１０】
　前記半導体基板は、バルク半導体材料又は半導体オン・インシュレータである、請求項
８に記載の半導体構造体。
【請求項１１】
　半導体構造体の表面上に配置された少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタ及び少
なくとも１つのｐ型電界効果トランジスタであって、ゲート誘電体の上にある完全にシリ
サイド化されたゲート電極を含む材料スタックと、前記材料スタックの垂直側壁上に配置
された少なくとも１つのスペーサとを含む、少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタ
及び少なくとも１つのｐ型電界効果トランジスタと、
　前記少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタを含む前記半導体基板の部分上に配置
された引張応力ライナであって、前記少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタを部分
的に包み込み、かつ、前記完全にシリサイド化されたゲート電極の上面と同一平面にある
上面を有する、引張応力ライナと、
　前記引張応力ライナの前記上面上及び前記少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタ
の上に配置された圧縮応力ライナであって、前記少なくとも１つのｐ型電界効果トランジ
スタを完全に囲む、圧縮応力ライナと、
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を備える半導体構造体。
【請求項１２】
　前記引張応力ライナ及び前記圧縮応力ライナは、両方とも窒化物である、請求項１１に
記載の半導体構造体。
【請求項１３】
　前記引張応力ライナは内因性引張応力を有する、請求項１２に記載の半導体構造体。
【請求項１４】
　半導体構造体を形成する方法であって、
　半導体構造体の表面上に少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタを準備することで
あって、前記少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタは、ゲート誘電体の上にある完
全にシリサイド化されたゲート電極を含む材料スタックと、前記材料スタックの垂直側壁
上に配置された少なくとも１つのスペーサとを含む、ことと、
　前記半導体基板上に第１の応力ライナを形成することであって、前記第１の応力ライナ
は、前記少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタの前記ゲート電極の両側を部分的に
囲み、かつ、前記ｎ型電界効果トランジスタの前記完全にシリサイド化されたゲート電極
の上面と同一平面にある上面を有する、ことと、
　前記第１の応力ライナの前記上面上及び前記少なくとも１つのｎ型電界効果トランジス
タの上に、前記第１の応力ライナのものとは反対の応力型の第２の応力ライナを形成する
ことと、
を含む方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのｎ型電界効果トランジスタを準備することは、前記ゲート誘電体
及びＳｉ含有材料を含むスタックを形成することと、前記スタックをパターン形成するこ
とと、前記パターン形成されたスタックの垂直側壁上にスペーサを形成することと、前記
Ｓｉ含有材料の部分を選択的に除去し、一部のＳｉ含有材料が前記ゲート誘電体上に残る
ようにすることと、前記残りのＳｉ含有材料上に金属層を形成することと、前記金属層と
前記残りのＳｉ含有材料との間に反応を引き起こす少なくとも１つのアニール・プロセス
を行なうこととを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の応力ライナを形成することは、少なくとも１つの第１の応力誘起材料の化学
気相堆積と、前記少なくとも１つの電界効果トランジスタの上に前記第１の応力ライナの
部分を露出させる平坦化材料を形成することと、前記第１の応力ライナ材料の前記露出さ
れた部分を選択的に除去することと、前記平坦化材料を除去することとを含む、請求項１
４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記半導体基板上の少なくとも１つのｐＦＥＴをさらに含み、前記少なくとも１つのｐ
ＦＥＴは、分離領域によって前記少なくとも１つのｎＦＥＴから分離され、前記第２の応
力ライナは、前記少なくとも１つのｐＦＥＴのゲート電極を完全に囲む、請求項１４に記
載の方法。
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